
A.A. 03-04                Elettronica – Prova scritta del 14/12/04 
 
___________________ _______    _______________________ 
        Cognome e Nome      n. matr.                          Firma 
 
 
 
 
 
 

1) Il transistor NMOS di figura ha il parametro nk  pari a 40 2A Vµ , la 
tensione di soglia pari a 1 V e la larghezza del canale è 2.5 volte la sua 
lunghezza; inoltre le tensioni di alimentazione DDV+  e SSV−  valgono, 
rispettivamente, +8 V e -5 V e le resistenze 1R , 2R  valgono, entrambe, 
100 kΩ. Si stabilisca il valore da attribuire alla resistenza 3R  affinché 
la tensione DSV  valga 2 V. 
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2) Nel circuito di figura la 
tensione di alimentazione 

CCV+  vale +15 V; le resis-
tenze 1R , 2R , 3R , 4R , 5R , 

6R  ed SR  valgono, 
rispettivamente, 69 kΩ, 
10 kΩ, 500 Ω, 1.2 kΩ, 50 Ω, 
1 kΩ e 100 Ω . I transistor 

1Q  e 2Q , entrambi al silicio, 
hanno un β pari a 100. Dopo 
aver stabilito il punto di 
funzionamento di ciascun 
transistor si valutino il 
guadagno out Sv v , (si assu-
ma che TV  sia pari a 
26 mV). 
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